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Odpowiedzi na pytania/ Answers to questions

Concerns: public procurement
procedure entitled ~Supply of
materials for epitaxy for kukasiewicz
- PORT, divided into 10 lots”, case
no: PO.271.8.2022

The Contracting Authority informs
that questions have been submitted
to the tender. Therefore, in
accordance with Art. 284 of the PPL
(consolidated text Journal of Laws of
2021, item 1129 as amended) The
Contracting Authority provides the
content of the inquiries along with an
explanation

Question 1:

With regard to Lot 5, the description
is unclear, in that it defines the
"optical absorbance (Alpha) at 265
nm: 51-50 cm-1". In this case, the
value range of '51-50' appears to be
an error. Can you please clarify with
the end user the desired alpha range?
Further, I noted in the ToR preamble,

item 2) that one project in the
program is entitled "High-
performance AlGaN/GaN-HEMT

transistors fabricated with hybrid
MBE-MOVPE technology". If the lot 5
material, AIN substates, is being
utilized for this effort, it would be our
recommendation that the product
definition be changed to utilize high
alpha, non-Uv transparent
substrates, which would not only be
more appropriate for this application,
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Dotyczy: postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na ,dostawe
materiatow do epitaks;ji dla
tukasiewicz - PORT, z podziatem na
10 czesci”, sprawa nr: PO.271.8.2022

Zamawiajacy informuje, ze do ww.
postepowania zostaty ztozone
pytania. W zwigzku z tym zgodnie z
art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129) Zamawiajacy przekazuje
tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniem.

Pytanie 1:
W odniesieniu do czesci 5 opis jest
niejasny, poniewaz definiuje

,absorbancje optyczng (alfa) przy 265
nm: 51-50 cm-1". W tym przypadku
zakres wartosci ,51-50” wydaje sie
by¢ btedny. Czy mozesz okreslic z
uzytkownikiem koncowym pozadany
zakres alfa? Ponadto w preambule do
ToR, punkt 2) zauwazytem, ze jeden

projekt w programie nosi tytut
~Wysokosprawne tranzystory
AlGaN/GaN-HEMT wykonane w

technologii hybrydowej MBE-MOVPE".
Jesli materiat z czesci 5, podtoze AIN,
jest wykorzystywany do tego
projektu, zalecamy zmiane produktu
na podtoza o wyzszym wspotczynniku
alfa, nieprzezroczystych dla
promieniowania UV, ktore bytyby nie
tylko bardziej odpowiednie do tego
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but also less expensive. Of course, if
the low alpha material is essential,
then we can support that as wel.

Answer 1:

Thank you for your attention. The
correct value is alpha 31-50 cm-1 at
265 nm at centerpoint.

Yes, we are sure that such low alpha
index and double polished AIN wafers
are necessary for our project focused
on IIINAs materials. In case of
advanced optical spectroscopy
measurements such properties are
required.
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zastosowania, ale rdéwniez tansze.
Oczywiscie, jesli materiat o niskiej
wartosci alfa jest niezbedny, stuzymy
rowniez wsparciem.

Odpowiedz 1:

Dziekuje za uwage. Prawidiowa
wartosc¢ to 31-50 cm-1 alfa przy 265
nm w punkcie centralnym.

Tak, jesteSmy pewni, ze obustronnie
polerowane podioza AIN o niskim
wspotczynniku absorpcji sg niezbedne
do realizacji naszego  projektu
skupiajacego sie na materiatach
ITINAs. w przypadku
zaawansowanych pomiarow
spektroskopii optycznej takie
wiasciwosci s wymagane.

Elektronicznie
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